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【はじめに】高効率 Si ナノワイヤ太陽電池の

実現のために、界面準位のメカニズムを解明し、

その低減を図らなければならない。その三次元

構造は様々な結晶方位を含むため、最適なフォ

ーミングガス(F.G.)アニール温度は planar 構造

と異なる可能性がある。したがって本研究では、

ゲート付き PIN ダイオードを用いて界面準位

密度 Ditの F.G.アニール温度依存性をチャージ

ポンピング法(CP 法)[1]を用いることにより調

べた。 

【実験】SOI基板(SOI層:70nm、BOX層:50nm)

を用いて、SOI Fin 構造を形成した(Fig.1)。次

に、SPMと HF洗浄処理後、乾燥酸素雰囲気中

1000℃で 10分間の熱酸化を行い、ゲート酸化

膜を形成した。その両端に P イオンと BF2イ

オンを注入しn+、p+領域をそれぞれ形成し、

RFスパッタ法によりWを堆積後、エッチング

によりゲード電極、配線を形成した。その後、

窒素雰囲気中 800℃で 5分間の活性化アニール

を行った後、Al 裏面電極を蒸着法により形成

した。最後に、F.G.雰囲気中での熱処理を行い、

CP法(Fig.2)により Ditを測定し、F.G.アニール

温度依存性を調べた。 

【結果】Fin 幅 Wfin:100nm、高さ Hfin:70nm の

立体 Fin 構造における Ditの F.G.アニール温度

依存性を Fig.3に示す。図にはないが、さらに

温度を上げたとき、Dit が増える傾向が見られ

た。この結果より、最適な F.G.アニール温度が

420℃となり、一般的な planar構造(100)の場合

[2]と同じ温度でDitが低減されることがわかっ

た。 
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Fig. 1 SEM image of SOI Fin structure. 

Fig. 3 Dit dependence on F.G. annealing temperature. 

Fig. 2 (a) Experimental setup of charge pumping method. 

(b) Gate pulse wave pattern for CP method.  
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